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 AlN は Al2O3や SiO2と比べて熱伝導率が高く、絶縁破壊電界も大きく、n 型半導体にもなるた

め、ダイヤモンドと組み合わせてパワーデバイスとして用いる時に有利である。今実験では(111)

ダイヤモンド基板と比較してより表面が平坦であり、大面積な(001)

ダイヤモンド基板の表面に AlNを成膜し、結晶性と電気特性を評価

した。 

	
 実験方法としては(001)ダイヤモンド基板を水素終端化、次にMBE

装置を用いて RHEED によるその場観察を行いながらダイヤモンド

上に AlNを〜30nmの厚みでヘテロエピタキシャル成長(成膜温度：

680℃)させた。Ｘ線回折（主に In-Plane 測定）により結晶性を、

I-V測定と C-V測定によって AlN膜の電気特性評価を行った。 

ウルツ鉱構造である AlNは 6回対称を持つが、(001)ダイヤモ

ンド面のダングリングボンドが 90°異なる領域があり、その上

に AlNが成長すると 90°異なる 2種類のドメイン（図 1）とな

ることが報告されている[1,2]。MOCVD 法による(001)ダイヤモ

ンド基板上 AlN については極プロットが報告されているので、

今回は MBE法による AlN/dia(001)との関係を in plane 法によ

って初めて調査した。MBE 法で(001)ダイヤモンド基板上に AlN

成膜後、2θ-ω測定で AlN(0001)のピークが見られ、基板上に AlN

が c軸成長していた。次に in plane法にて Dia(110)面について 2θ

χ−φ測定した結果、AlN(10-10)と AlN(11-20)のピークが見られた

(図 2)。このことから Dia(110)、AlN(10-10)、AlN(11-20)はそれぞ

れ平行であり、図 1に示すような、ダブルドメインが確認され

た。また、AlN(10-10)反射によるφスキャン測定より基板表面

に平行な面内に 12 個のピークが等間隔に見られた。これは 90°位相のずれた 2 個の 6 回対称が

12個の等間隔ピークとして見られたものだと考えられる。 

I-V測定とC-V測定によるAlN(0001)の絶縁特性評価はボロンドープダイヤモンド基板上に成膜

した資料にて実施した。この結果については当日報告する。 
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図．1	
 (001)ダイヤモンドと AlNの配向関係 
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図．2	
 AlN/dia(001)の in-plane(2θχ-φ)測定 

図．3	
 AlN/dia(001)の in-plane(φスキャン)測定 
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